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1. Ein n-dotierter Si-Halbleiter wird mit einem Metall kontaktiert, dessen
Austrittsarbeit der Elektronenaffinitdt des Halbleiters entspricht. Es
wird an dem Ubergang bei 300K eine Diffusionsspannung von 300 mV
ermittelt.

e Wie hoch ist die Dotierung des Halbleiters?

e Wie grof ist die Sperrschichtkapazitit des Ubergangs?

2. An einem J-FET mit Up = —3V wird eine Gate-Source-Spannung
Ugs = —1V angelegt. Welche Spannung miissen Sie mindestens zwi-
schen Drain und Gate im Arbeitspunkt haben, damit der Transistor im
Abschniirbereich arbeitet?

3. Sie wollen die Pinch-off-Spannung eines Sperrschicht-Feldeffekt-
transistors ndherungsweise durch eine Messung der Sperrschichtkapa-

zitdt bestimmen. Die Materialkonstanten, sowie die Dotierung oder Up
sind nicht bekannt. Machen Sie einen Vorschlag fiir ein geeignetes Mess-
verfahren.

Hinweis: Uberlegen Sie, ob durch Kurzschluss oder Leerlauf geeigneter
Anschliisse des Transistors Vereinfachungen moglich sind. Sie konnen
annehmen, dass aufgrund der Sperrpolung der Sperrschicht ein ver-
nachldssigbar kleiner Strom im Kanal flief3t.

4. Gegeben ist der Feldeffekttransistor mit der Beschaltung in folgender
Abbildung und Up = -3 V.
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5. Erldutern Sie die Ursache, aufgrund der

e der Kanalbereich des MOSFET an Majoritétstriagern verarmt,

e Minoritatstrager lokal eine hohere Konzentration als Majo-
rititstriager besitzen (Inversion).
Woher kommen die Minoritétstrager?

e sich der Inversionskanal des MOSFET an der Halbleiteroberflache
an der Grenze zum Oxid bildet.

6. Ein Bipolar-Transistor wird im Arbeitspunkt mit I = 4mA be-
trieben, Ur sei 26 mV. Berechnen Sie die Steilheit g, des Tran-
sistors. Wie grof3 ist die Flache des eigentlichen Transistors, wenn
die maximale Stromdichte 1 E‘—ng betrigt? Der Bipolar-Transistor soll
jetzt bei gleichem Arbeitspunktstrom von 4 mA durch einen n-Kanal-
Feldeffekttransistor gleicher Steilheit ersetzt werden. Die minimale in
der Technologie realisierbare Gate-Lénge betrdgt L = 2.5pum. Die
Si0O,-Oxiddicke mit e, = 4 betriagt d,, = 50nm. Nehmen Sie pu, =
600 <2 an,

Wie grofl wird die Fléche der Gate-Elektrode?

7. Geben Sie eine allgemeine Formel fiir den ortsabhingigen Spannungs-
abfall U(y) tiber dem Inversionskanal des MOSFET in Abhéangigkeit
des Drainstrom Ip an.

Was passiert mit U(y) bei drainseitiger Abschniirung? Welche Wer-
te nimmt U(y) an, wenn Upg iiber den Wert bei drainseitiger Ab-
schniirung erhoht wird?



